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Title 



3emiconduecojr Device in Chip Pornat and 
Method tor P^ducing xt 



Examiner : John T. Haran 

Group Art. UiUt ; 1733 



D ., E CI.ARATIOW under 37 C.F. p . ^ ^ 1 
The under Bigned . ]tlf y <r> <7anNSi^l iwaniej hereby declaroe: 

The invention of the above -identified application was "reduced 
tc practice" before July 6, 1936. 

The undersigned J^fj.,^ GAnA.LSk:| (NameJ personally tm»ce or 
siiPBr>riged the writing o£ the patent application during the 
'^^"'^ ^'^^^ • when the invention disclosure 

was first received in the _S(ai§N!3_g^Oo^acent 
Department/tav Firm - to July u. 1998 - when the patenc 
application OB Z9B 32 706.4 whoB« filing date ie claimed ae a ' 
priority date in the iKstant application, was filed at the 
German Patenc Office . 
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• \ 

Enclosed, as corroborating evidence ie the Invention 
Declaratlon/DlacJosure (BreindungBmeldun^) signed toy the 
Invenc r(6) and dated 

The undersigned declares that all statements made herein of 
his own knowledge ars true and that all statemente made on 
inCormation and belief are believed to be true; and further 
::hat these statements were made with. bhe knowledge that 
willful false acdtements and the like eo tnade are punishable 
( f^. byline ax: imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § lOOl and 

such willful false atatemence ray jeopardize the validity of 
the application or any patent issued thereon. 
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V rtraulich! 

An 

Siemens AG 

bzw. BeteiligungsgeseHschan 



ERFINDUNGSMELDUNG 

Bitteverschf ssen weitersencfani 

Bereits vcrab an ZT PA Obf^rmltteft per FAX □ 
Wenn ja - bftt& unbedingt ankreuzen'' 



AKtenzetchen der PA 

3 DE, 

9 gpYi 3 7 



Hans-JOrgen Hacke, Klaus-Peter Galuschki 



AnzaNcWf 



Datum der Ausfeftigung: 



26.1.98 



mekJe[n] niemtit die auf den fdgenden Seiten vollstandig beschriebene Erfindung mtt der Bezeichnung: 
Verfahren zum Herstetten von Chip-Size-Packages auf Waferebene 



An Vorgesetzten der/cfes Erfind^s] 

Herm/Frau Gamalski 



ZTME6 



mil der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten: 
a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? ~~ 



b) Geht die Erfindung auf offentlk^h gefdrderte Arbeiten zurOck? 
(^ nein I |ja, Vortiaben: 



c) GJbt es ein zugehOrlges tntemes FuE-ProjeW? 



Eingang am: 



AbSngangttuH gesetzBche Frist! 



Nur bei ZT-Erfindungen auszuftillen: 

Projekt-Nr 

X prcjekt 

1 I Foischungs- 
1 I pr^ekt 



Kemtechnotogie: 



I lnteres«e von B«r««ch: 



Arttiprechpaftner 



d) Anmeidung wlrd empfohlen □ neio ^Ja 
Kosten tragt (Organisationselnheft): 



Orin^lcbteftsvermerk 



) I Die Erfindung betriffl nicht unser InteressengebM. Es sind noch folgende 
Dienststellen zu befragen: 




Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleitm 
An 

ZT PA (Patentabteiiung) . » 

Standort: ■ • 

(7.B.: WcM^«, ErVS. BlnM, XhtJR) . . ^ 

zur weiteren Veranlassiih^. 



Eingang am: 
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1 . We<<^es technrsche Problem soil durch Ihre Erfindung geldst werden? 

2. Wie wurde dieses Problem brsher geJdst? 

3. la wefcher Weise I6st Ihre Erfindung das ai\gegebene technische Problem <geben Sle Vofteil an)? 

4. Worin liegt der erfiivderiscbe Schritt? 

5. AusfuhrungsbeispieKe) der Erfindung 



zu 1.: Bauformen mtegrierter Schattungen, die nur unwesentlich gr5Gera, bzw. gleicbe Dimensionen wie die 
integrierte Schaftung Haben, werden Chip^ize- oder Chip-Scale-Packages genannt. Oabet wird das feme 
Anschlu&raster des iC durch Zwischentrikger auf gr&bere AbstSnde transformieit und mit IdtfShigen Anschlussen In 
Form von Lotkugein Oder Uetallbtodchen versehen, Der ZwischentrSger hat weiterhin die Aufgabe, den Infolge 
iffiterschiedncherlhermischer AusdehnungskoemzJenten von Silizlum und z.B. Leiteiplattenmaterta) der 
Rachbaugruppe resuHlerenden mechanlschen Stress au^unehmen und von den Verbindungsstellen femzuhalten. 
Im SMD-MontageprozeE kdnnen diese Packages normal wecterverait>eftet werelen. 
Die HersteHung dieser Packages kann auf Waferlevet, d.h. fiir alle Chips eines Wafers gleictizertig, oder in 
EinzelferligurYg erfolgen. Das erflndungsgemdBe V^ahren bezieht sich auf die HersteHung von Chip-Size- 
Packages auf Waferet)ene. 



zu 2.: Bisher kommen vorzugsweise Verfahren der Einzelherstellung zum Einsatz. Das vereinzefte Chip wird auf 
einem 2wischentr£iger befestigt und mil den AuSenanschlilssen vert3unden. Der Zwischentrdger kann von 
unterschledticher Art (starr, flexibel. Leadframe) sein. Zur elektrtechen Verblndung von Zwischentrager und 
Chipai^hKjssen Kommen ebenfalls verschiedene Verfahren ( Draht-, Flip-C^^P- CKler TAB-Kontaktiervng) zum 
Einsatz. Die AuHenanschlOssen des GehSuses bestehen vorzugsweise aus Lotkugein. tm FaRe von 
Leadframetrdgem bestehen die AnschlQsse aus Idtfdhtgen Metallbdndchen. 

Eine wesenttiche Reduzierung der Herstetkingskosten ist nur noch durch die gleichzetttge Bearbettung der Chips 
im Wafervertound mogtich 

Ein Verfahren bedlent sich z.B. der DQnnfllmtechnik zur Herstellung der Umverdrahtung wobet abwechseind 
Dieiektrika und Metallschichten abgeschieden und struktunert werden. 

Ein anderes kapselt die Chips im Schetbenformat zwischen zwel Glasplattm und fQhtt die angeschnittenen und In 
DiinnfUmtechnIk kontaktieiten AnschlQsse auf die Oehauseruckseile. Es vst auch ein Verfahren t>ekannt. t>ei dem 
vorgefertigte flexible Stmkturen auf den Wafer geWebt und dort mtt den Chfpansc^lOssen kontaktlert werden. 



zu 3.: Oas erflndungsgemate Verfahren betrifft die Herstellung von Chip-Size-Packages auf Waferebene. Es 
venvendet die Dunnfilmtechnik zur einfachen und kostengunstigen Transformation des feinen 
Chipanschkidrasters auf grdbere, SMD-taugtlohe Raster sowie zur einfachen (simuitanen) Kontalctterung der 
Chipanschtiisse. Die Dunnftlmmetatlisierung transfonnniert auaerdem die nur dratrtbondbare 
Aliflminiummetatlisierung der Chips In ein ldt*bzw. klebgeergnetes Sditditsystem. Das nachfolgend 
aufeubrlngende DIelektrikum unterstutzt die rrYechantsche Entkopplung von Chip und spdterem Substrat. Es 
schafft DIstanz zwisctmn Chip und Substrat. Das DIelektrikum kann mit einfachen. kostengiin^igen Verfahren 
aufgebracht und strvikturiert werden. Das Dtetektrikum diertf aufterdem als Schab&one zum Einrakeln tettfdh^en 
Materials. Dieses ieitfihige Material bestetrt vorzugsweise aus Leitkiel)er, Jedoch ist et>enf^ die Venwendung von 
Lotpaste mdgllch. In den nichi ausgehdrteten Leitkleber, bzw. die nasse Lotpaste, werden vor^Mqsweise 
metaUisierte Kunststoffkugein gesetzt. Anschlie&end wird Klefoer ausgehdrtet, bzw, die Paiste umgeschmolzen. 
Dieser Aufbau ermdglicht eine hervorragende mechanische Entkopplung. ZurUlchst wtid durch das Dieiektrikum 
e^ gro&er Ab^and zwischen Chip und Kunststoffkugek erreicht. Der Leitkleber und (|ie Kunslsftofncugel verfugen 
auEerdem uber wesentlich bessere elastische Eigenschaften als verglefchbare LQsungen, die vollstdndig aus 
Lotmaterial realisiert sind. Die elasttsche VertM'ndungsefemente besitzen au&erdem ein wesentilch besseres 
Aiterungsverhalten bel mechanlscher Wechsetiast. Der zusStziiche Einsatz von UnderfUler aus 
Zuverldssigkensgriinden ist nicht erfordertich. 



zu 4.: Der erfinderisch Schritt liegt in der KomtNnation von DGnhfiimtechnik und AppHKatlon einer dtckeren 
dielektrischen Schicht auf Waferebene zur K6^(9nreduzl rung sowie im Einsatz von Abstandshalter (diefektrische 
Schicht) und elektrisch feitfahig n, efastrschen Vertindungseiementen (Leitkleber und metallislerte 
KunststoffkugeO. 



zu 5.: sieh 6. 
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6. Zurwetteren Erlauterung sind als Anlagen beigefOgt: 

3 Blatt der OarsteUung eines Oder mehrerer AusfUhrungsDeispiele der Erfindung; 

0 Blatt zusitzliche Beschreibungen (z.B. UatK)rt)erichte, Versuchsprotokolle); 

44 Blatt Literatur die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht. t)e$cnreibt; *) 

1 sonstige Unterlagen (z.B. Ksketlen. insttesondere mit Zetehnungen der Ausfat)ning$t>eispiele): 



vDflslftrKfigeft bibf tograplnschsn Daten beiMsan. 



Blatt 4/5 



Aktenzeichen der PA 



7, Welche Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? ZT, HL 

8, Wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchfuhrung von Versuchen, Anfertigung von Muslem)? 

S nein □ ja, Ergebnis: 

9, FOr welche Erzeugnisse 1st die Erfindung anwendbar? Hall^leHeftoauelemente 

10. 1st die Anwendung der Erfindung vorgesehen? 

□ ne in — □ja, b et : ab hangig vom Erprobungsergebnis 

11. isl ein auf der Erfindung beruhendes Ef^eugnis gelleferl Oder ist eine Ueferung beabslchligt? 

□n e in — pja, (v o r a ussic N lieh) am ■■ ■ ; Bczo i c hn un g d e e Erzougn to oo ft- s. Pkt. 10. 

12. 1st eine Ven5ffentltchung der Erfindung beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

□ ne i n — njo, (vorauoc i oht H oh) om ■ tn Du<!i i , Z e ttAchr i fl. s. Pkt. 10. 

13. 1st eine Mrtteilung der Erfindung an Ftrmenfremde beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

^nein Qja, (vorausslcWKch) am an 

14. Es wind gebeten, soweit mdglich, die folgenden Kriterlen abzuschdtzen: 

a Umgehungsschwieriglceit 

□ Umgehungslosung bekannt oder letcht realisierbar 

□ ... mit geringerem AufwarxJ in kurzer Zeit realisierbar 

^ ... erfoidert erhebfichen Entwicklungs' oder technischen AufWand 

□ ... sind wirtschaftlich nk:ht vertrettiar 

□ Schutzrecht nicht umgehbar, Orundsatzpatent, .Standard* 
b Bedeutung fUr die Konkurrenz 

Q Schutzrecht interessiert kaum 

Q Interesse mdglich 

^ Interesse wahrschemlich 

□ groBe Bedeutung (Benutzung notwendig, Standaiti) 
c Nachwelsmdglichkeit einer Verletzimg 

□ Nachweis nicht nruiglk^h 

□ Nachweis schvnerig und sehr teuer 

□ Nachweis nur mit mittleren Aufwand mdglich 

^ NB<^eis einfach (z.B. am Erzeugnrs sichtbar, nicht un^ehbarer Standard) 
d Bedeutung ftir laufende und geplante eigene Produkte 

(technlsche, funktionelle oder wiftschaftHche Verlaessemng) 
1^ ketne oder minimale Verbesserung 

□ gerlnge Vert>esserung 

□ mrttlere Vert>esserung 

□ groBe oder sehr groRe Verbesserung 

e Bedeutung fur langfristig realtsierbare Produkte 

□ ketne oder minimale Verbesserung 

□ geringe Verbesserung 

□ mittlere Vertiesserung 

^ grofie oder sehr grofSe Verbesserurig 

f Benutzung (eigene) 

^ sicher nicht 2" / 

□ weniger wahi^cheinlich 

□ wahrscheinlich 

□ festgeplant 

g Sonstiges Standardisierung von CSP ist in Vorbereitung (s. Aniage 2) 

Weitere Hinweise oder ndhere Angaben zu Standards, zur zukQnfligen Bedeutung, zur Relevanz fOr 
einzelne Lander usw. 

h Marktvolumen . in 2001 1 ;2 Bn pieces of CSP; 0.9-1 .2 oent/IO; SO IP; nach BPA -> 600 Mio $/2001 
Die Summe der zu erwartenden wettwetten UmsStze auf dem von der Erfindung betroffenen technischen 
Gebiet. 
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15. AngabenZUrP raondeS/derErfinderIs]<Erfinder1 -4hier8irtraQmF0rwettefeer^^ ME4 0; 



Name 


Hecko 


GaJuschkl 






Geburtsname \ 






Vomame 


Hans-JQrgen 


Ktaus-Peter 






akad. Grad/Titel/Beruf 


Otpl.-tno. 


Or.-tng. 






zum ZeitpM. der Erfindung: Werk- 
stiKfTD^mand/DoWorand? 


ja □ bmeVdrtrag 
beifogen 


ja □ bitteVertrag 
beifQger> 


ja □ bitteVertrag 
beifud^ 


ja □ bitteVertrag 
beifogen 


Tdti^kett/Stetlimg tm Betrieb 




Pfpjektieiter 






Arbeitgeter 

fans nichl Siemens AG 






i 

! 


Bere)ch 


ZT 


ZT 






Abtettung 


ME6 








tandort 


Mch P 


Bins 






TeCefon (Amt) 


45060 


26598 






Telefax (Amt) 


48555 


26843 






E-Mail 








Staatsangehdrigkeit 


deutsch 


deutsch 






rTivatanscnnn 


I 

i 






Stra&e. Haus-Nr. 


Makjjaweg 7 


Schulzendoffer Str. 94 






PosUeitzahl, Wohnort 


81475 MOnchen 


12526 Berlin 






Geburtsdatum 


23.3,38 


10.5.61 






-'te'APO-Nr*) 


160-044474 


160-247742 






Personalnummer *) 










tstdies Ihre 1, Erfindung? 


□ ja 


□ ia 


□ ja 


□ ja 


16. LJeStdleErfindut^auf 
a> f hfem ArbeOsgeblel:? 

b) cfrtem sodcfcn Ait>eft99^ 
biet thres Arbeitsebers? 


^ja Cllnein 
□ja □nein 


^ja □nein 
□ja Hnein 


□ja Qnein 
□ia Qnein 


□ja □nein 
□ja □nein 


17^ WelchenAnteflander 


50% 


60% 


% 


% 


1 3 Wurde oder wirti die Erfln- 
dung auch als W gemeJdet? 


Qja ^nein 


Qja Igjnein 


□ia nnein 


□ja nnein 


19 FaOsSie die Erfindung 
als freie ErAvtung an* 


^ ! ■ f i ■ ■ 








20 Meines/unseres Wissens 
* sindkekieweiterenPer- 
sonen an der Erftndung be- 












(Untef»chrtn) . V- 









* ) Bitte aua Pirm*nau9w«ia oder Qehalttabrechnung entftehracn 



Prozefitechnologie fiir Low-Cost CSP im Waferlevel 



Nr 


Zeichnxmg 


Prozeflschritte 


Anmerlcnn^n 


1 




• Wafer im Ausgangsaistand 


• freiltegende Aluminiumbond- 
pads mh Chippassivierung ab- 


2 


■■Hi 


• Aufbriagea einer DQiui' 
fiSmmetallisienuig 

• evtL gaivanische Verstar- 
kong 


• DflfuifilinmelaUsiening als 
Mehzschichtsystem wic bci 
UBM 

« Funktion der Kontakdemng 
der Al-T^ds uod Transforma- 
tion auf Idl-imd klebgeeignete 
Metallsienmg 


3 


OH 


• Stnjkturicren <Jer Dunn- 
filminetallisienmg 


9 Transfonnatton des Bondpad- 
rasters auf leichter handhalte- 
re, grttbere Struktur 


4 




• Auftiingen cter DOanfiim- 
passtvientng 


• AbdedomgderUBMbzw. 
Schtttz der Ctiippasstvierung 


5 




• QffinenderPassivieningfur 
BauteilanschlufS 


• pfaot0technis<^ oder Laser 

• laiM sich evd. mit dem Hber^ 
nftchsien Schritt gemeinsam 
fealsieren 


6 




• Aufbringen eiites didken 
Dieldctrikuins 


• Aufringen diirch Siebdnicken^ 
Schleudem oder Auflaminie- 
len 

• cvtl. Auflamiiueren cincs ge- 
lochten Films 


7 




» Qfihen des Dielektnains fijr 
BauteilanschhiO 


• phototechiusch oder Laser 

• evtL Offifiung beieits duich 
Siebdmdcoder gelochten 
Films vorhanden 


8 




• Fallen <£er AnschltiBtfffhung 
mit Idtfilhigeni Material 


• Einrakela vo teit&higem Ma- 
terial 

• cvtl, kann Pielekthkura als 
Schablone dSenen 

• Material Scum aus Lotpaste 
Oder Leitldetor bestehen 



9 






• Eirtsetzen von Balls in leit- 

f^hige Material 
« Aushdrten bzw. Umschmel- 

zen des leit^higen Materials 
« bei Verweodung von Lotpa- 

ste ist Remigiuig erforderlich 


• Balls kdnnen aus Lot^ oder 
beschichtetem Metall bzw. 
vorzugsweise metaUsienem 
Kunststoff bestehen 























